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(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ С НАНОСТРУКТУРАМИ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ
ЗОНДОВЫХ СИСТЕМ

(57) Формула изобретения
1. Способ изготовления элементов с наноструктурами для локальных зондовых

систем, включающий
нанесение на подложку из монокристаллического кремния с ориентацией {100}, по

меньшей мере, одного слоя маскирующего покрытия, в котором формируют рисунок
шаблона с выделением, по меньшей мере, трех областей, размещенных по взаимно
перпендикулярным осям, совпадающим с двумя перпендикулярными
кристаллографическими осями <110> подложки, задающих направление разлома
подложки на соответствующее количество элементов и образующих на поверхности
маскирующего покрытия каждого элемента вблизи точки пересечения указанных осей
площадки для размещения наноструктуры,

проведениежидкостного травленияподложкичерез сформированныйвмаскирующем
покрытии рисунок шаблона до проявления фигур травления в теле подложки в форме
треугольных канавок, образованных пересечением плоскостей {111} подложки,

формирование наноструктурна упомянутыхплощадках литографическимиметодами
и разделение подложки на указанные элементыпо линиям, образованнымканавками.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что маскирующее покрытие представляет

собой SiO2 толщиной не менее 50 нм.
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3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что маскирующее покрытие представляет
собой Si3N4 толщиной не менее 10 нм.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что жидкостное травление подложки до
проявленияфигур травленияпроводят в 30%раствореКОНприкомнатной температуре.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что области, задающие направление разлома
подложки, выполняют в форме прямоугольника.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что области, задающие направление разлома
подложки, выполняют в форме прямоугольника, который переходит в более узкий
прямоугольник при приближении к точке пересечения кристаллографических осей
<110> подложки.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что наноструктура представляет собой полевой
транзистор с каналом-нанопроводом.

8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что разделение подложки осуществляют
механически с приложением изгибающего момента.

9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве подложки используют пластину
кремний на изоляторе.

Стр.: 2

R
U

2
6
1
9
8
1
1

C
1

R
U

2
6
1
9
8
1
1

C
1


	Биб.поля
	Формула

